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近年、有機エレクトロニクスの研究が大きな注目を集め

ており、有機 EL、有機電界効果トランジスタ(OFET)、有

機太陽電池などが次世代の半導体デバイスとして期待さ

れている。最近、ルブレン単結晶上にホモエピタキシャル

成長したルブレン薄膜において、良好な結晶性とドーピン

グ技術が報告され、注目されている[1]。本研究では、ルブ

レンと並んで高移動度を示す代表的な p 型 OFET 材料で

あるペンタセン単結晶 (PnSC)上にペンタセン薄膜

(PnFilm)を形成した PnFilm / PnSC 界面について、原理的

に試料帯電の影響を受けない手法である光電子収量分光

法(PYS)[2]により電子構造を、微小角入射 X 線解析法

(GIXD)により結晶構造を評価した。 

 PnSC は、窒素流中での物理気相成長技術によって作製

し、その後、大気および環境光に１時間曝したこのような

PnSC 上に、PnFilm を異なる蒸着速度(0.045 Å/s, 0.9 Å/s)で

真空蒸着し、PnFilm / PnSC 試料を作製した。 

 PnFilm / PnSC の PYS スペクトルを Fig. 1 に示す。蒸着

速度 0.045 Å/s の試料では、PnFilm の堆積に伴って低エネルギー側で光電子放出が観察された。これに対

して、蒸着速度 0.9 Å/s の試料では、PnFilm の成膜に伴いイオン化エネルギーの上昇がみられた。過去に

Sato らは、蒸着時の基板温度を上げるとペンタセンが結晶化しイオン化エネルギーが小さくなることを

報告した[3]、本研究においても、蒸着速度を下げることにより結晶化を促進され、イオン化エネルギー

が低下していることが示唆される。講演では、PnFilm / PnSC の結晶構造についても報告する。 
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Fig. 1: Thickness dependence of PYS 

spectra of the PnFilm grown on PnSC. 
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